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Исследование динамики поверхностных явлений на границе плазма-диэлектрик

Н.А. Ашурбеков, К.О. Иминов, Г.Ш. Шахсинов

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, 
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В работе исследованы диэлектрические свойства материала стенки разрядной камеры до и после взаимодействия с нс плазменно-пучковым разрядом. В качестве ограничителей разряда использовались пластины из стеклотекстолита толщиной 4 мм. Для изучения диэлектрических свойств, исследуемые образцы из стеклотекстолита помещались между двумя обкладками плоского конденсатора расположенного в вакуумной камере. К обкладкам конденсатора припаяны провода, которые выводятся из камеры через вакуумный электрический разъем и подключается к цифровому измерителю электрической емкости и tgδ – диэлектрических потерь. В работе измерялись емкости конденсатора C и tgδ – диэлектрических потерь в зависимости от времени нахождения образца в вакууме, от температуры, дозы УФ облучения, электронного потока и комбинированного воздействия всех указанных факторов. Измерения показали, что в вакууме (камера откачивалась до 10-6 Тор) диэлектрическая проницаемость ( и tgδ - диэлектрических потерь уменьшаются.
Рис. 1. Зависимости ( и tg( от времени нахождения диэлектрика в вакууме.
Графики зависимостей этих параметров от времени нахождения в вакууме приведены на рис.1. Из рисунков видно, что за первые 20 часов нахождения в вакууме ( и tgδ уменьшаются до 20%.  В последующем скорость изменения этих параметров уменьшается, а начиная, примерно со 100 часов ( и tgδ практически не меняются. С целью изучения изменения диэлектрических свойств образца непосредственно в процессе взаимодействия с электронным пучком, исследуемый образец облучался непрерывным электронным потоком с током пучка 10 мА и с энергией до 10 кэВ в вакуумной камере. Измерения показали, что облучение образца электронным потоком вызывает повышение его температуры  с комнатной до 50 °С. За первые 45 минут воздействия пучка ( образца монотонно растет, в то же время tgδ за первые 15 минут облучения слегка уменьшается, а затем растет в нескольку раз. После прекращения облучения tgδ резко уменьшается в течение 15 минут, затем выходит на стационарное значение, причем при облучении образца электронным потоком с энергией 10 кэВ и током 10 мА релаксация остаточных явлений длится более 60 минут.

Известно, что в области низких частот tg( материала определяется его проводимостью 
 ( ( ((0( tg(.

Оценки, выполненные по этой формуле на основе измеренных значений tg( - дали величину плотности захваченных материалом зарядов порядка 108 - 109 см-3. 
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